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1, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem arkusza nor-

my jest metoda pomiaru czasu narastania i opadania impul-
su fotopradu fototranzystordéw (z wyprowadzona lub niewy-
prowadzona baza) przeznaczonych do detekcji promienio-
wania elektromagnetycznego w zakresie widmowym od A =

=0,4umdo A =1,8pm,
2, Uktad pomiarowy

a) Uktad pomiarowy dla promieniowania monochromaty-
cznego - wg rys, 1,
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MC— miernik cyfrowy impulséw napigciowych; G - genera-

tor impulséw pradowych; (@ -~ oscyloskop dwukanatowy:

KS - komora éwiatioszczelna; R -~ rezystor obciazenia w

obwodzie diody elektroluminescency jnej; RL' rezystor ob-

ciazenia w obwodzie fototranzystora; Z - zasilacz pradu

statego; DEL - dioda elektroluminescencyjna; FT - mie-
rzony fototranzystor,

b) Uktad pomiarowy dila promieniowania biatego - wg

rys. 2,
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3, Wymagania dotyczace ukf{adéw pomiarowych

a) temperatura w komorze éwiattoszczelnej powinna wy-

nosié 25 *5°C,

b) wilgotnoéé wzglgdna w komor ze éwiattoszczelnej KS

nie powinna przekraczaé 75%,

c) mierniki napiecia i natezenia pradu nie powinny  byé
klasy gorszej niz 0,5%,

d) Zrédiem promieniowania monochromatycznego powinny
by ¢ diody elektroluminescencyjne z GaAs lub GaP o cza-

sach narastania impulsu promieniowania t, 100 ns,

e) srédiem promieniowania biatego powinna byé wolfra-
mowa |lampa 2arowa o temperaturze barwy T = 2855,6 K za-
silana zgodnie z parametrami podanymi w éwiadectwie wzor-
cowania Zrddta,

f) uchwyty 2rédia promieniowania i fototranzystora po-
winny zapewnié ustawienie Zrddia i fototranzystora w osi
optycznej oraz umozliwié regulacje natezenia oéwietlenia

fototranzystora bez zmiany warunkéw zasilania 2rdédta pro-

mieniowania,

g) generator impulséw pradu przewodzenia diody elektro-
luminescency jnej powinien zapewnié podawanie impulsdéw z
btedem nie wigkszym niz:

*20% dla szerokoéci impulsu ty,

*20% dla czasu narastania impulsu tr,

+ 5% dla amplitudy impulsu IF,
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M- miernik cyfrowy impulséw napigtiowych; O - oscyloskop dwukanatowy, Oy - uktad optyczny; Mg - modulator $Swiatta;

P - ruchoma przestona; FD - fotodioda; F T~ mierzony fototranzystor; RL' rezystor obcigzenia w obwodzie fototranzys-

tora; R - rezystor obciazenia w obwodzie fotodiody; Z,, Z,, Zg- zasilacze; Ag- amperomierz; V; - woltomierz; =
Q Zrédto promieniowania; KS§ ~ komora éwiattoszczelna,
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h) wypetnienie impulséw nie powinno by¢é wieksze niz 0,02

t
£ <o,02

- T - przebieg sygnatu sterujacego (1)

i) czas trwania impulsu promieniowania tp powinien by¢ co
najmniej dziesigciokrotnie wigkszy ni czas narastania t,

impulsu pradu fotoelektrycznego fototranzystora

to > 10 t, (2)

j) €zas narastania impulsu promieniowania t"(P) powinien
byé co najmnie] dziesigciokrotnie mniejszy od czasu narasta-

nia impulsu pradu fotoelektrycznego fototranzystora tr( FT)

' (P) K01ty (FT) (3

k) fotodioda FD zastosowana w uktadzie pomiarowym przy
$wietle biatym jako detektor odniesienia dla fototranzysto-
ra powinna mieé czas narastania impuisu pradu fotoelektry-
cznege co najmniej stokrotnie mniejszy od czasu narasta-

nia impulsu pradu fotoelektrycznego fototranzystora

tr (FD) L 0,01ty (FT) (4)

zaleca sig stosowanie fotodiod PIN o czasach narastania
impulsu pradu fotoelektrycznego t, a1 ns,

i) do pomiaru impulséw pradu fotoelektrycznego nalezy
stosowaé oscyloskopy lub mierniki cyfrowe impulséw napig=~
ciowych o opornoéci wejéciowe]j RL) 1MQi pojemnoéci
wejéciowej Cp £ 20 pF,

m) w przypadku fototranzystoréw z wyprowadzona baza
nale:y odizolowaé od napigé zewnetrznych wyprowadzenia

bazy,

4, Kolejnogéé czynnosci przy pomiarze

I, Pomiar przy promieniowaniu monochromatycznym
a) wiaczy € generator impulséw pradowych i ustawié wy-

magang amplitude pradu przewodzenia IF diody elektrolu-

minescency jnej DEL,

b) wtaczyé fototranzystor Fp i ustawié wymagane war-
toéci napiecia UCEi pradu kolektora IC:

c) doprowadzié do synchronizacji impulséw napigciowych
w kanatach | i If,

d) odczytaé wartoéé czasu narastania lei czasu opada-
nia tf impulsu pradu fotoelektrycznego fototranzystora na

oscyloskopie lub cyfrowym mierniku impulséw napieciowych,

II, Pomiar przy promieniowaniy biatym

a) witaczyé zasilanie 2rédta promieniowania i ustawié
wartosé napiecia lub pradu zgodnie ze swiadectwem wzor-
cowania zrdédta,

b) ustawié wymagang czestotliwoé< modulacji s§witata na
modulatorze M,

c) wiaczyé fotranzystor FT i ustawié wymagana wartoéé
napiecia kolektor-emiter Us i pradu kolektora IC,

d) wtaczyé zasilanie fotodiody FD i ustawié wartoéé na-
piecia fotodiody Uz,

e) doprowadzié do synchronizacji impulséw napieciowych
w kanatach | i 1l,

f) odczytaé wartoéé czasu narastania l, i czasu opada-

nia tf impulsu pradu fotoelektrycznego fototranzystora na

oscyloskopie lub cyfrowym mierniku impulséw napieciowych,

5, Warunki pomiaru, Normy przedmiotowe powinny okres-

laé;

a) rodzaj promieniowania elektromagnetycznego ( mono-
chromatyczne lub biale),

b) wartoéé natgzenia pradu przewodzenia IF diody elek-
troluminescencyjnej DEL

c) wartoéé napiecia kolektor-emiter U., fototranzysto-
raFT,

d) wartoéé napiecia zasilania UR fotodiody F'D,

e) wartofé rezystoréw obciazenia R i RL w obwodach

KONTEC

INFORMACJE DODATKOWE

Technologii

1, Instytucja opracowujaca norme - Instytut

Elektronowej przy Naukowo-Produkcy jnym Centrum P6t-

przewodnikéw, Warszawa Al, Lotnikéw 32/46,

diody elektroluminescencyjnej DEL, fotodiody FD i foto-
tranzystora FT,
f) czas trwania impuisu promieniowania to,
t
g) wspétczynnik wypetniania impulséw—q?—
2, Autorzy projektu normy - Tadeusz Fornal i inZ, Jerzy

Malinowski, Zaktad Doswiadczainy Pétprzewodnikéw przy

Instytucie Technologii Elektronowej, Warszawa, ul, Koma-

rowa 5,



